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Badanie wptywu promieniowania mikrofalowego materiatu

siewnego na plon zbh6z

Streszenie. W pracy przedstawiono badanie wptywu promieniowania mikrofalowego nasion na plony upraw w celu zwiekszenia kietkowania nasion i
wzrostu rodlin. Badania przeprowadzono przy obrébce nasion pszenicy ozimej polem mikrofalowym w pewnej odlegtosci od napromieniacza do
nasion i przy réznych czasach na$wietlania. Do badarn wykorzystano specjalnie zaprojektowang instalacje wykorzystujgcg przemystowy promiennik

wysokiego napiecia o wysokiej czestotliwosci.

Abstract. The paper presents a study on the effect of microwave irradiation of seed on crop yields to increase seed germination and plant growth.
The study was performed when treating winter wheat seeds with a microwave field at a distance from the irradiator to the seeds and different
irradiation times. A specially designed installation using an industrial high-frequency high-voltage irradiator was used for the study.

(Investigation of the influence of microwave irradiation of sowing material on grain yield)
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Wstep

Problem zaspokojenia potrzeb kraju produktami
roslinnymi jest kwestig bardzo drazliwg i pilng. Zwigkszenie
produkcji i poprawa jakosci produktu jest mozliwa dzieki
ograniczeniu strat upraw spowodowanych chorobami,
grzybami i bakteriami podczas przechowywania, a takze
maksymalizacji potencjalnego potencjatu biologicznego
materialu siewnego. Intensywne stosowanie srodkéw
chemicznych do przedsiewnego zaprawiania nasion, a
takze stosowanie pestycydéw, herbicydéw i nawozow w
rolnictwie, wraz ze wzrostem produktywnosci roslin,
powoduje nieuchronnie szereg niepozgdanych zjawisk
srodowiskowych i ekonomicznych. Dlatego naukowcy i
praktycy z niektérych krajow rozwinietych przechodzg na
alternatywne systemy rolnictwa [1].

Stosowanie toksycznych chemikaliow do zaprawiania
nasion prowadzi do nieodwracalnych szkéd w srodowisku.
Dlatego na obecnym etapie rozwoju rolnictwa coraz
wigkszg wage przywigzuje sie do stosowania przyjaznych
dla srodowiska metod obrdobki nasion roslin uprawnych w
celu zwiekszenia plonéw i poprawy przechowywania.

Jednym ze sposobéw na zwiekszenie plondw jest
stosowanie metod i technik stymulowania i zarzadzania
procesami wzrostu nasion i roslin — wprowadzanie nowych
technologii elektrycznych.

Pola elektryczne wysokiego napiecia sg jednym z
obiecujgcych sposobéw wplywania na nasiona roslin
uprawnych. Jednym =z obszaréw zastosowania pdl
elektrycznych  wysokiego napiecia jest przedsiewna
obrébka nasion, w trakcie przechowywania oraz
przetwarzania [2,3].

Wyniki  wspotczesnych  badan  wskazuja, ze
skutecznos¢ metod stymulacji wlasciwosci siewnych nasion
zalezy od koordynacji parametréw technologicznych i
konstrukcyjnych ro$lin oraz sposobow ich pracy z
parametrami fizjologicznymi i ich sktadem biochemicznym .
Przede wszystkim zwraca sie uwage na metody
elektrofizyczne, ktére polegajg na traktowaniu nasion
promieniowaniem: elektromagnetycznym, jonizujgcym,
Swiattem: ultrafioletem, laserem itp. [4-7]. Jednak metody te
nie znalazty zastosowania przemystowego ze wzgledu na
brak wyraznej powtarzalnosci uzyskanych wynikow oraz
niskg skutecznos¢ w zwalczaniu patogenéw choréb nasion,
a niektére sg bardzo energochionne. Jedng z takich
przyjaznych dla $rodowiska metod przedsiewnego

zaprawiania nasion jest wystawienie na dziatanie pola
mikrofalowego o ekstremalnie wysokiej czestotliwosci.

Zaprawianie nasion polem mikrofalowym o ekstremalnie
wysokiej czestotliwosci w poréwnaniu z innymi metodami
stymulacji ma szereg zalet: niski koszt, bezpieczenstwo dla
Srodowiska, wysokg skutecznos¢ [8 - 11].

Celem badan jest =zapewnienie  wydajnej i
energooszczednej metody przedsiewnej obrobki zb6éz w
celu zwiekszenia kietkowania, kietkowania laboratoryjnego,
odpornosci roslin na choroby, zwiekszenia plonéw poprzez
optymalizacje  napromieniania przedsiewnego nasion
duzych zbdz polem mikrofalowym .

Wyniki badan.

Napromienianie nasion pszenicy polem mikrofalowym o
wysokiej czestotliwosci przeprowadzono w laboratorium na
specjalnie  zaprojektowanej instalacji wykorzystujgcej
napromieniacz przemystowy wysokiego napiecia o wysokiej
czestotliwosci oparty na magnetronie PANASONIC 2M236-
M42 o czestotliwosci promieniowania 2,455 GHz dla 5... 7
sec i z pewnej odlegtosci. Wyglad magnetronu pokazano na
rysunku 1.

Rys.1. Wyglad Zrédta promieniowania magnetronu wysokiego
napiecia PANASONIK 2M236-M42

Charakterystyka magnetronu PANASONIK 2M236-M42:

Moc wyjéciowa: 0,9 kW , Napiecie zarnika: 3,3 V AC , Prad zarnika,
10 A AC , napiecie anody 4,1 V , Czestotliwos¢: 2455 MHz ,
Rozmiar obrysu: 127x80x129 mm , Waga: 0,8 kg

Podstawowy obwod  elektryczny  napromieniacza
opartego na magnetronie PANASONIK 2M236-M42 w sieci
przedstawiono na rysunku 2.
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Rys.2. Schemat obwodu  elektrycznego  promiennika w  oparciu o  magnetron  PANASONIK  2M236-M42

723
Rys.. 3. Instalacja doswiadczalna do zaprawiania nasion pszenicy ozimej polem elektromagnetycznym wysokiej czestotliwosci w
odlegtosci 25... 175 cm

Proba kontrolna | 170 cm I 135¢cm 92 cm 65cm 40 ecm 25¢cm

Rys. 4. Kietkowanie nasion pszenicy ozimej po napromieniowaniu polem elektrycznym o wysokiej czestotliwosci w trzech
doswiadczeniach w zalezno$ci od czasu naswietlania 5... 7 sekund i odlegtosci od napromieniacza w poréwnaniu z probkg kontrolng bez
napromieniania
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Badania laboratoryjne przeprowadzono na nasionach
pszenicy ozimej. Probki doswiadczalne nasion pszenicy
umieszczano bezposrednio na ziemi w plastikowych
pojemnikach w réznych odlegto$ciach od napromieniacza w
granicach 0,25... 1,75 m. Schemat doswiadczenia
napromieniania nasion pszenicy ozimej przedstawiono na

Gtéwnym elementem ukfadu doswiadczalnego jest
oryginalny napromieniacz wysokoczestotliwosciowy
magnetron PANASONIK 2M236-M42, ktéry zostat
umieszczony na stojaku nad ziemig w odlegtosci 12 cm od
podtoza. Prototypy nasion pszenicy ozimej umieszczono na
plastikowych stojakach na ziemi. Czas napromieniania
nasion pszenicy prowadzono przy trzech réznych
predkosciach czasowych odpowiednio 5, 6, 7 sekund.
Potraktowane prébki nasion pszenicy ozimej po
napromieniowaniu umieszczono na zwilzonym waciku w
plastikowym pojemniku. Aby poréwnaé poziom kietkowania
i wzrostu zaprawionych prébek nasion w poréwnaniu z
nietraktowanymi, obok zaprawionych prébek nasion
umieszcza sie 2 nietraktowane kontrolne prébki nasion.
Kietkowanie nasion pszenicy ozimej po napromieniowaniu
polem elektrycznym wysokiej czestotliwosci w trzech
doswiadczeniach w zaleznosci od czasu naswietlania 5... 7
sekund i odlegtosci od napromieniacza w poréwnaniu z
prébkg kontrolng bez napromieniowania przedstawiono na
rysunku 4.

Badanie ujawnito wptyw biostymulacji nasion polem
elektromagnetycznym o wysokiej czestotliwosci. Ponadto
stwierdzono, ze napromienianie duza dawka
promieniowania prowadzi do zahamowania kietkowania
nasion lub Smierci zarodka. Ponadto stopien ttumienia
réznych probek, a takze partii nasion wystepuje w rézny
sposob. Dlatego w celu polepszenia zdrowotnosci partii
nasion konieczne jest napromieniowanie jej w trybie nie
powodujgcym znacznego ograniczenia kietkowania.

PrzetestowaliSmy rezimy napromieniania nasion
pszenicy ozimej dla trzech prébek przy réznych czasach
napromieniania i roznych odlegto$ciach od napromieniacza.
Wyniki badan podsumowano w tabeli 1.

Tabela 1. Kietkowanie nasion pszenicy ozimej po
napromieniowaniu polem elektrycznym o wysokiej czestotliwosci w

trzech doswiadczeniach w zaleznosci od czasu i odlegtosci
naswietlania.
Czas Kietkowanie nasion pszenicy w zaleznosci od
napro- odlegtosci, %
womia, | Proba | 170 [ 135 | 92 | 65 [ 40 | 25
s kontrolna | cm cm cm cm cm cm
0 50/60
5 60 75 85 65 90 70
6 50 55 60 90 100 65
7 65 60 95 70 80 90

W wyniku badan laboratoryjnych stwierdzono, ze
wskazniki energii kietkowania i kietkowania laboratoryjnego
nasion rosty przy mniejszym napromieniowaniu. Zgodnie z
danymi eksperymentalnymi kietkowanie nasion prébki
kontrolnej wynosi - 50... 60%, do$wiadczalna probka
napromieniowana z odlegtosci 40 cm - 100%, a 90% z
odlegtosci 65 cm. Tak wiec czas naswietlania 6 sekund
osiggneto najwieksze kietkowanie laboratoryjne nasion,
ktore wynosito 100% i odlegtosé 40 cm od napromieniacza
oraz 90% przy czasie naswietlania 5 sekund z odlegtosci 40
cm, czyli o 25% wyzszym niz opcja bez napromieniania. W
pozostatych wariantach czasu naswietlania wskaznika kiet-
kowania nastgpit wzrost poziomu kietkowania nasion o
15%.

Whioski

Wyniki badan eksploracyjnych wykazaty, ze pole
mikrofalowe wplywa pozytywnie na kietkowanie nasion i
umozliwia doprowadzenie nasion niespetniajgcych norm do
warunkowego kietkowania, co jest warunkiem koniecznym
do kwalifikacji nasion. Optymalnym trybem naswietlania
nasion pszenicy ozimej polem elektrycznym o wysokiej
czestotliwosci jest tryb z odlegtosci 40 cm i czas
naswietlania 6 sek., Co zwieksza odpowiednio kietkowanie
laboratoryjne o 20... 25% i plon. Przetwarzanie masy
ziarnistej mozna przeprowadzi¢ w pewnej odlegtosci od

instalacji. Najlepsze  wskazniki kietkowania nasion
wystepujg w odlegtosci 25... 92 cm Proponowana
technologia elektryczna  korzystnie roézni sie od

dotychczasowych. Charakteryzuje sie niskim zuzyciem
energii i umozliwia przyjazng dla srodowiska i bezpieczng
obrébke produktéw zbozowych.
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